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V53b 完全空乏型CCDの開発 (4)
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私達は、2002年より浜松ホトニクスと共同で量子効率向上を狙った、「完全空乏型CCD」の開発に取り組んで
いる。最新のシリコン材料技術を用いた電気抵抗率の高いウエハを用いると光の有感層である「空乏層」を厚く
することができ、もし厚さ 300 µmの空乏層を完全に空乏化することができれば、λ >∼ 0.7 µmの感度を従来の
CCDの 6倍に向上できる。また短波長側が配線材により吸収されることを避けるために、裏面照射にすることに
よって、紫外領域から波長 1µmまでの広い波長域に渡り高い感度を得ることができる。

前回の年会において私達は、裏面照射にするためのフルプロセスを施した「完全空乏型」プロトタイプ素子
(512×512 pixels、24µm) を開発したことを報告し、-100◦C に冷却した時の量子効率が、波長 1µmで 60 %を超
えていることを確認している。

今回は、0.4 µm以下の紫外領域および、長波長域の量子効率の向上を目指すために、暗電流を抑えるためのイ
オン除去工程の最適化を施した、空乏層厚 200µmを持つ「完全空乏型」裏面照射 CCDについて評価を行った。
その結果、0◦C程度から暗電流を抑える効果が現れていることを確認した。またX線イベントを用いたバック
バイアス無の駆動において、数ピクセルに広がっているイベントを検出し、電荷変換効率は 1.9 µV/e、読出しノ
イズは、10e以下を得ている。その他、量子効率についても報告する。
今後は、バックバイアスをかけることによって解像度を上げ、その効果を調べる予定である。


